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наноструктурами

2. Nature and structure of paramagnetic defects in GaAs, SiC and silicon-based materials with nanostructures

Реферат:
1. Дисертацію присвячено вирішенню проблеми з'ясування природи та структури домішкових і власних
парамагнітних дефектів у кристалах GaAs, SiC і кремнієвих матеріалах, в яких утворюються нанокристаліти.
З'ясовано, що резонансне спінове поглинання центрів Mn у нейтральному стані має електродипольну
природу. Визначено симетрію та параметри надтонкої взаємодії для мілкої домішки бору у 3C-SiC.
Розглянуто модель центра BSi, у рамках якої пояснено параметри спектру ЕПР та його температурні зміни.
Визначено параметри спін-гамільтоніана трьох основних дефектів Ку1, Ку2 і Ку3, утворених опроміненням
електронами кристалів 6H-SiC p-типу. Порівняння експериментальних та розрахованих із перших принципів
параметрів надтонкої взаємодії дозволило ідентифікувати ці дефекти як позитивно заряджену вакансію
вуглецю у трьох нееквівалентних положеннях ґратки 6H-SiC, а центри Т5 та ЕІ3 відповідно як позитивний та
нейтральний зарядові стани розщепленого у напрямку <100> вуглецевого міжвузля. Обґрунтовано модель



дефекту Pb на інтерфейсі Si/SiO2. Спостережено та ідентифіковано парамагнітні дефекти у широкому колі
кремнієвих матеріалів, отриманих різними способами розпилення та імплантацією іонів у структури Si/SiO2.

2. The thesis deals with a solution of a problem to understand nature and structure of extrinsic and intrinsic
paramagnetic defects in GaAs, SiC and silicon-based materials with nanostructures. It has been clarified that
resonant spin absorption of neutral Mn acceptor has electric-dipole nature. Symmetry and hyperfine parameters
have been defined for shallow boron center in 3C-SiC. A model of BSi has been examined, it explains the EPR
spectrum parameters and temperature behavior. The spin-Hamiltonian parameters of three dominant defects Ky1,
Ky2 and Ky3 have been determined in electron-irradiated p-type 6H-SiC crystals. A comparison of hyperfine
parameters obtained from experiment and first-principal calculations allows to identify the defects as a positively
charged carbon vacancy in three inequivalent positions of 6H-SiC lattice. The T5 and EI3 centers have been
identified as positive and neutral charge state of the carbon <100> split interstitial in SiC respectively. A model for
the Pb defect at Si/SiO2 interface has been proved. Paramagnetic defects have been revealed and identified in a
lot of silicon materials formed with various evaporation techniques and ion implantation into Si/SiO2 structures.
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